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Bei dlesem Bench! handelt es sich urn den intemationalen vonWtgen Prufungsbericht. der von der mit rjer 
5S!emS!mS^^ PrtHung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 

Artikel 36 Qbermittelt wird. 



2. Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bei; dlese umfassen 

a. B (an den Anmelder und das Internationale Bum gesandt) insgesamt 4 Blatter; dabei handelt es sich urn 

B Blatter mit der Beschreibung, AnsprOchen und^der ^hnungen, (fie geandert ^ 

zugrunde liegen, undjbder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (slehe Rage! 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschritten). 

□ Blatter die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
GrOnden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten. die Ober den Offenbarungsgehalt der 
intemationalen Anmeldung in der ursprOnglich eingereichten Fassung hlnausgeht 

b. □ (nuran das Internationale BOro gesandt^ insgesamt (brtte Art und Anzaht derfles el ^^ h ^ n h5Hjb . .... 

Datentrager(s) angeben) , derAie ein Sequenzprotokoll unttoder die dazugehSngen TabeHen f n^^^- 
nur -in computertesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschritten). 



4, Dieser Bericht enthart Angaben zu folgenden Punkten: 

H Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

□ Feld Nr. II Prioritat 

□ Feld Nr. Id Kelne Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tfitlgkeit und gewerbliche 

Anwendbarkelt 

□ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erflndung 

m Paid Nr V BegrOndete Feststellung nach Arikel 35(2) WnsichUtch der Neuheit, der erflnderischen Tfitigkeit 

la heia oir. v *ey ^ A y nwendbarkeit: untertagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

□ Feld Nr. VI Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der Intemationalen Anmeldung 

□ Feld Nr. VII! Bestimmte Bemerkung en zur intemationalen Anmeldung 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichta 




1 . HInsichilich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofem unter dlesem Punkt nichts anderes angegeben ist 

□ Der Bericht beruht auf elner Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Obersetzung handert, die furfolgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ intemationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4} 

□ intemationale vortaufige PrQfung (nach Regeln 55.2 undfcder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (ErsatzblStter, die dem 
Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, getten im Rahmen dieses Berichts ai$ 
"ursprunglich eingereicht* und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1.10 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 



□ einem Sequenzprotokoll undAxler etwaigen dazugehdrigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne BerGcksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefQgten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70,2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, k&nnen einige Oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" vereehen werden. 
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elngegangen am 10.06,2005 mitSchreiben vom 06.06.2005 



Zeichnungen, Blatter 



1/1 



In der ursprunglich eingereichten Fassung 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hlnslchtllch der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erldarungen zur Stutzung dteser 
Feststellung m 



Nein: Anspruche 1-9,11.12,15-17 
Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-17 

Nein; Anspruche: - 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70,7): 
siehe Beiblatt 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 1-16 

Nein: AnsprGche 17 

Ja: Ansprtiche 10,13.14 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 
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Zu Punkt V_ 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US-A-3 704 377 (LEHOVEC KURT) 28. November 1 972 (1 972-1 1 -28) 
D3: EP-A-0 807 982 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 1 9. November 1997 
(1997-11-19) 

D4: DE 195 18 303 A (KERNFORSCHUNGSANLAGE JUELICH) 21 . November 1996 
(1996-11-21) 

1 . Das Dokument D3 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart: 

Ein optoelektronlsches Bauelement mit einem Halbleiterchip, der mehrere 
strahlungsernpfindliche Zonen (46, 50) zur Detektion elektromagnetischer Strahlung (4) 
aufweist, und einem optlschen Element (Beugungsgitter (52)) zur Diffraktion (Spalte 2, 
Zeilen 10-12) der elektromagnetischen Strahlung (4) in die strahlungsempfindlichen Zonen 
(46,50), wobei das optische Element ein diffraktives Element (Spalte 2, Zeilen 10- 
12;Spalte 8, Zeilen 10-30; Spalte 10, Zeilen 1-5; Abbildungen 5 und 7) ist, das Strukturen 
(I, p) in der Gr63enordnung (p=1 ,8 ;um: Spalte 10, Zeile 46) der Wellenlange der 
elektromagnetischen Strahlung (4) aufweist, und wobei der Halbleiterchip mehrere 
strahlungsernpfindliche Zonen (46, 50) aufweist, wobei die strahlungsempfindlichen Zonen 
fur kurzere Wellenlangen (Zone (50) fur 5 f*m) in Richtung der einfallenden Strahlung (4) 
denen fur langere Wellenlangen (Zone (46) fur 10 /zm) nachgeordnet sind (Spalte 9, Zeile 
42 -Spalte 10, Zeile 51; Abbildung 7). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Bauelement dadurch, daR das optische Element zur Fokussierung der 
elektromagnetischen Strahlung dient. 

Ein zweiter, im Anspruch 1 nicht angefuhrter Unterschied liegt darin, daB das diffraktive 
Element des beanspruchten Bauelements auf der Vorderseite aufgebracht ist. 
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Die M6glichkeit, das Beugungsgitter auf der Vorderseite des Bauelements anzubringen, 
wird in D3 jedoch explizit erwahnt, siehe Spalte 2, Zeilen 4 und 5. Es ist des weiteren 
bekannt, dafi ein diffraktives Element in der Strahlungseintrittsflache zur 
Fokussierung der elektromagnetischen Strahlung fOhrt (siehe z.B. D1: Spalte 4, Zeile 63 - 
Spalte 5, Zeile 6). 

Deshalb kann die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Ldsung 
nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT). 

2. Die gleiche Begrundung gilt entsprechend fur die Anspruche 1 5 und 1 6. Weiters 
offenbart die Druckschrift D3 einen Strukturierungsschritt einer Harzschicht (Spalte 8: 
Zeilen 39-46). Der Gegenstand der Anspruche 15 und 16 beruht daher nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

3 Das Dokument D4 offenbart die Verwendung einer Zonenplatte (40) (D4:Abbildung 4) 
zur Fokussierung elektromagnetischer Strahlung (1 3;23;33) (Spalte 4, Zeilen 5-1 3) in 
mehrere strahlungsempfindliche Zonen (12; 22; 32) (Spalte 3, Zeile 60-64) eines 
strahlungsdetektierenden Halbleiterchips (10). 

Der Gegenstand des Anspruchs 17 ist daher nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT. 

4. Der Gegenstand der Anspruche 2-9, 1 1 und 12 beruht nicht auf erfinderischer 
Tatigkeit, aus den folgenden Grunden: 

Anspruch 2: Die Druckschrift D4 offenbart die Verwendung einer Zonenplatte (Spalte 
4, Zeilen 5-13; Abbildung 4) als diffraktives Element auf die Ruckseite (D4: Abbildung 3) in 
einer Konfiguration wie in Abbildung 7 von Druckschrift D3. 

Anspruche 3 und 4: GemaB D3 ist das diffraktive Element in den Halbleiterchip 
integriert (Abbildung 7), und die zu detektierende Strahlung betragt beispielsweise 5 f*m 
(Spalte 10, Zeile 48). 

Anspruch 5: Obwohl es sich in D3 um IR-Detektoren handelt, wurde ein Fachmann 
erwagen das in D3 offenbarte Bauelement leicht zu modifizieren um, Licht aus dem 
sichtbaren Spektralbereich zu detektieren. 

Anspruch 6: Siehe D3: Spalte 1 0, Zeilen 41 -51 . 
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Anspriiche 7 und 8: Die optimale Ausf uhrung der Zonenplatte stellt eine fachiibliche 
MaBnahme dar. Siehe zum Beispiel D4: die kleinste Ringbrehe ist 1.5 /im (Spalte 5, Zeilen 
23-26). 

Anspruch 9: GemaB D3 slnd die strahlungsempfindlichen Zonen (46) und (50) genau 
in Fokalebenen angeordnet; vgl. die Positionsmarkierung der maximalen Intensitat in Abb. 
7B, die ubereinstimmt mit der Mitte der unterschiedlichen Wellenlangezonen in Abb. 7A. 
- ' Anspruche 1 1 und 12: Siehe D3: Spalte 8: Zeilen 39-46. 

5. Die im abhangigen Anspruch 1 0 enthaltene Merkmalskombination ist aus dem 
vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn nahegelegt. 

Die Griinde dafur sind die folgenden: das Bauelement in Abbildung 7 von D3 enthalt zwei 
statt drei strahlungsempfindliche Zonen zur Detektierung von IR-Strahlung. Obwohl ein 
Fachmann die Detektion von sichtbarem Licht in Betracht Ziehen wurde, wird ihm nicht 
nahegelegt, die Primarfarben Rot, Grun und Blau separat zu detektieren. 

6. Die in den abhangigen Anspruchen 1 3 und 1 4 enthaltene Merkmalskombination ist 
aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn 
nahegelegt. Die Griinde dafur sind die folgenden: 

Das Dokument D1 (Spalte 4, Zeilen 50-52) offenbart eine Phasen-Zonenplatte aus einem 
transparenten Material und einem nicht-transparenten Material. 
Das Dokument D4 (Spalte 5, Zeilen 13-22) offenbart eine Phasen-Zonenplatte aus 
mindenstens einem absorbierenden oder reflektierenden Material. 
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1. Optoelektronisches Bauelement mit einem Halbleiterchip 
(2), der mehrere strahlungsens>f indliche Zonen (7, 8, 9) 
zur Detektion elektromagnetischer Strahlung (17) auf- 
weist, und einem optischen Element zur Fokussierung der 
elektromagnetischen Strahlung (17) in die strahlungsemp- 
f indliche Zone (7, 8, 9), wobei das optische Element ein 
diffraktives Element (1) ist f das Stmkturen (14, 15) in 
der Gr6i5enordnung der Wellenlange der elektromagnetischen 
Strahlung (17) aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
die strahlungsempfindlichen Zonen fur kiirzere WellenlSn^ 
gen in Richtung der einfallenden Strahlung (17) denen fur 
langere WellenlSngen nachgeordnet sind. 

2. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch: 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
das diffraktive Element (1) eine Zonenplatte ist, 

3. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das diffraktive Element (1) in den Halbleiterchip (2) in- 
tegriert ist. 

4. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspriiche 1 
bis 3/ 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die zu detektierende Strahlung (17) eine Wellenlange zwi- 

schen 100 nm und 5 /im aufweist. 

5. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 4, 

d ad urch geke nn zeichnet, dass 
die zu detektierende Strahlung (17) Licht im sichtbaren 
Spektralbereich von etwa 400 nm bis 800 nm ist* 
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6. optoelektronisches Bauelement nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
der Abstand zwischen dem diffraktiven Element (1) und 
5 einer strahlungsempf indlichen Zone (7, 8, 9) weniger als 

20 Mm betragt. 

7. optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspriiche 2 
bis 6, 

10 dadurch gekennzeichnet, dass 

Strahlung mit der Wellenlange X in einer strahlungsemp- 
f indlichen Zone (7, 8, 9) in einem Abstand R von der Zo~ 
nenplatte (1) detektiert wird, wobei die Zonenplatte (1) 
einen Durchmesser D aufweist, und fur die Fresnelzahl F 

15 der Zonenplatte (1) gilt: 

F = (D 2 A R)> 1 

8 . optoelektronisches Bauelement nach einem der nacn einem 

20 der Ansprucbe 2 bis 7, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Brennweite der Zonenplatte (1) fur Strahlung mit der 
Wellenlange 550 nm zwischen 1 /xm und 20 Jim betragt. 

25 9- optoelektronisches Bauelement nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
die strahlungsempf indlichen Zonen (7, 8, 9) jeweils in 
Fokalebenen (11, 12, 13) des diffraktiven Elements (1) 
30 fiir eine Farbe angeordnet sind. 



10. Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorherge- 

henden Anspriiche, 
35 dadurch gekennzeichnet, dass 

der Halbleiterchip (2) drei strahlungsempf indliche Zonen 
enthalt (7, 8, 9), die in Fokalebenen (11, 12, 13) des 
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diffraktiven Elements (1) fur jeweils eine der Primar far- 
ben Rot. Griin und Blau angeordnet sind. 

11. Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
das diffraktive Element (1) durch die Strukturierung ei- 
ner auf den Halbleiterchip (2) aufgebrachten Oder in dem 
Halbleiterchip (2) enthaltenen Schicht hergestellt ist. 

12. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet. dass 
die strukturierte Schicht eine Metallschicht ist. 

15 13 . Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspriiche 2 
bis 11, 

dadurch gekennzeichn e t, d a s s 
die Zonenplatte (1) als Phasen-Zonenplatte aus zwei 
transparenten Materialien (14, 15) mit unterschiedlichen 
20 Brechungsindizes ni und n 2 ausgebildet ist. 

14. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet. dass 
eiries der beiden Materialien ein Silizlumoxid und das 

25 zweite der Materialien ein siliziumnitrid enthalt. 

15. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bau- 
elements nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

30 das diffraktive optische Element (1) durch eine Struktu- 

rierung einer auf den Halbleiterchip (2) aufgebrachten 
oder in dem Halbleiterchip (2) enthaltenen Schicht herge- 
stellt wird. 

35 16. Verfahren nach Anspruch 15, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
der Halbleiterchip (2) einen integrierten Schaltkreis 
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en thai t . 

17, Verwendung einer Zonenplatte (1) zur Fokussierung 

und/oder Wellenlfingenselektion elektromagnetischer Strah 
5 lung (17) in mehrere strahlvmgsempf indliche Zonen (7, 8, 

9) eines strahlungsdetektierenden Halbleiterchips (2) . 
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